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La presente invencidn se refiere a transi st ares

gue comaprende nor Lo menos un electrodo aleado, lo gue
debe cntenderse cowmo refiriéndose a resistores que come-
prenden un cuerpo de material seamiconductor, cuyas dos

superficies opuestas llevan sendos electrodos de los Qque
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por lo menos uno consiste de un wmetal provisto por fu-
sidn. Bl electrodo opuesto tambiédn puedo consistir de
metal aplicado por fusién. Las superficies activas de
los referidios electrodos son adyacentes una a la otra,

Bs una meta conocida febricar transitores
gue resulten dtiles pafa frecuencias clevadas, es de-
cir fabricarlos con una estructura o composicidn teal
gue se obtiene una suplificacidn razonsble a frecuencias
elevadas y que la amplificacidn deperda poco de la fre-
cuencia, quiere decir que la as! llamads Ifrecuencia de
corte £, del factor de amplificacidn de corriente sea
lo mds elevada posible. Bl témuino »frecuencia de corte»
debe entenderse como refiridndose a aquella frecuencia
paxra la cual el factor de ampliiicacidn de corriente
(en la conexidn con nase & masa) he disminufdo en un
factor V&

n base-de cons ideraciones tedricas ya es
conocido que l& Irecuencia de corte ¢s inversamente npro-
porcional 8l cuadrado de la distancia D entre los elec-
trodos. Bin embargo en la prdctica se ha encontrado que la
frecuencia de corte es considerablemcnte inferior en mua-
CNOS CAS0S,

La presente invencidn se busa en el reconoci-
miento del hecho de guwe esta disminucidn indeseable es
atribufds sustanciulmente a la presencis de norcichnes

marginales de los electrodos, mds cn particular del elec-

trodo de tamafio menor, gque generalmente es conectado en el
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circuito como emisor, cncontriniose estas poreicnes mar.
ginales & una distancia comparativamente grande del elecw
trodo opussto., 1l objeto de la presente invencidn es,
entrc obros, proveer una congtruccids en la cual tales
poreiones marginsles de por lo menos uno de los elec-
trodos resultan sust:mci_almcnte des precisbles por lo menos
no € jercen un electo adverso en la prdctice,

De acuerdo con le presente invencidn, el elec-
trodo aleado ticne. wna profund idad de penetracidn tan
grende con respecto a la distancia entre las dos supcr-
ficies opucstas y el otro electrodo ticne una pronfundi-
dad de penetracidn tan pedquefia que la grofundidad de pe-
netracidn de este dltimo e¢lectrodo es como mdximo, igual
a la distancis entre los el ectrodos.

e ha encontrado gque teles trunsistorcs tienen
una frecucncia de corte mids elevada quw la de los trunsis-
tores gue voscen la misma &Lstancia'entre electrodos y en
gae 1os aos Clectrodos ticnen une prorundidad de penetraw-
¢idn grande con respecto a la referids distencia,

A fin de que lu presente invencidn pueda scr
fdeilmente llevada a 1z prdctica, 1. misaa se Geseribird
a continuecidn a atltulo de ejemplo con referencis a 1os
dibujos que se acompaian, y enflos que:

La figura 1 ¢s una vista esquemdtica del core
te de un trensistor del tino conocido.,

La figura 2 mucstra cartes sisilercs de hran-

sistares de wcuerdo con la mwesente inveneidn, )
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En ¢l troensistor del tipo conociio, las su-
perficies opuestas 1 y 2 de un cucnrpo seaic onluchor 2
estdn cubiertas por dos clectrodos 4 y 5 zplicalios por
susidn. &l cucypo seuuiconjductor puede estar ¢ mstitdo
por ejeiplo, de gera.nio o silicio y los electradcs pue-
den consistir sco de los acepbores o dadﬁres cbnooid:s
de lu tercera y guinta columna resnectivamente del sis-
tema periddico o dealeaciones gue contiwnen estos elew
mentos. Bl metal de los clectrodos al ser fumionado con
el material seuwic mductor Loruaw una aleacidn gue dummate
el enfriumiento recristaliza y crece sobrc el cuerpo sew
miconductor. La composicidn del cucrpo y la del metal
provisto por uleacidn son clegidas de modo tal que el ti-
po de conductividad o0 lu conductivided del meterial se-
wicond uctor que ha crecido y que estd indicado por las
referencies 6 y 7, Gifiere de 1l conductividnd del mwmite-
rial del cucrpo, La profundi dad de nunetracidn que debe
entenderse en este caso como rcfiriéndose a la profun-
didad a ls cusl un electrodo hx penctrado bajo la super-
ficie del cueroo semiconductor y gyuc est’ indicada pox
las referencias A‘y B para los electrodos 4 y 5, puede
controlarse variindo la comsosicidn del metel provisto
por fusidn y por medio de la teuperatura usada & urante
este -roceso , Las partes semiconductoras 6 y 7 que han
crecid o son cubiertas .hora por una capa del metal apli-
cado por fusidn e indicado pof las refercncias 8 y 9 res-

pectivamente. las partes 6, 8 y 7. 9, constituyen los
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clegtrodos 4 y & respectivamente,

Bl transistor comprende twubidn una conexidn
eléctrica de bujo resistencla con el cuerpo seiconduc-
tor, 4l asi llumado contacto de bas: yue no estd ilustra-
do en las Tiguras, Bsta conexidn puedc cstar formada por
unha pequeila tira de niguel Iijads por soldelura.

Tal como s¢ ha menclonads preccduntencnte, la
invencidn se basu en ¢l reconociuiento del hecho de que
las propiedades desravorables de los referidos‘transiS%o-
res a lhas Ifrecuenclus se deben a que la distunciu onbre
log electroios no es constante. En el trangistor mgstrado
en la Tigura 1, son los capinos do corviuute ¢ que mds
en purticulur afectan desifuvomblemente las nyoplicdades
favoraonies, ya cue e¢llos son considerublencnte mds lar-
208 yuo la Clistancia D entre los dos electrnd os.

La presente invencidn se bass tambidn en el
reconoc Luient o del hecho due la diferencia entre la dis-
tancia € y D depende de la distancila i entre las supe -
ficies 1 y 2 y de las pronfundidades de poenetracidn & y
B,

AEn el transistér moatrado en la firura 2, el
clectrodo 5 tiene un profuniidad de puinetracidn B tan
grande, con resjsecto = la distanciu B
cies 1 y 2, y ¢l otro slectrodo 4 tiene una profwdidad
de penetracidn A tan pecusiia, gue la distancis A ¢s aenor

que la distancis D cntre los electrojos.
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vn este caso, la mayor distoncia en € ge
torna inferior ¢ue dOB veces la distancia U entre los
¢ lgctrodos,.

Las referidus c§ndicianes generaliuente dan
por resultado una profuniidad de penetracibn compara-
tiveacnte grande para el clecirodo S, Mal profuniiiad
de penetracidn grande pusde obtererse fdcilmente con un
g¢lectrodo alsado 81 se elige el metal provisto por fu-
sidn de wodo tal gue una cant idad compnrativanente gran-
de del umtericl seunicondwtor del cucrvo & pucde (i sole
verse en el miswo ¥y utilizando una temperature sleyada
durante la etuova de fusidn.

Coumo regla la profundidad de penetracidn del
clectrodo & serd tan pegueiia como ses posible y esto
puede lograrse con un electrod o provisto por fusidn el
saturar previuasente el.natérial de cste electrodo con
¢l mterial del cuerpo semic onductor,

Tal como s¢ ha mencionado previunente, €l ob-
jeto gensral del prescnte invento <8 provecy que Ll pro-
fund idad de ponetracidn A sea pequefis con respecto & la
distancia D entre los clectroios. Como pu-de observarse
an la figura 2 en cste caso la distancia U se 4orna sus-
tancialminte igusl a la distancia Y,

En uni realizacidn précﬁica del tr.nsistor,
el cusrpo < estuba formado» por un disco delgado de ger-
manio del tino n, con un. resistencic especifica de &, 23

Ohm. cm y un espesor & de 51,5 micrones. Los dos electro-
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dos 4 y 5 fuerom provistos por fusidn a unz temperatura
avroximada de 6U0¢C,
Los electrodos 4 y 5 consistfan de una alca-
¢cidn de ;ndiogennanio ¥y de indio sin germiunio respectiva-
5] mente,
La wrofundidad de penetracidn A del clectrodo
4 era como udximo 2 micrones y la del electrodo § era 40
micrones., La distancia entre los electrodos era 9,5 micro-
nes. Para este transistor se ha medido una frecuencia de
10 corte de 15 uic/s.
#sta solicitud que corresponde a lu presenta-
da en Holunda el 19 de Julio de 1954 bajo el numero
189.308, se acoge a los beneficios del articulo 51 del

vigente kstatuto sobre Propiedad Industrial,

18 -0 - NOTA -0 -

Los puntos d¢ invencidn propiz y nueva que se
sresentan pula que Scan objeto de estiu solicitud de Paten-
te de invencidn, en kspufia, por YiilTTE afiog, son los si-

guientes:
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1l2.- Un dispositivo transistor gue comprende
un cuerne de material scmi-conductor, dos superficies
opuestas del cual llevan cada una un electrodo, uno de
los cusles por 1o wenos es un €lectrodo aleado, carac-
terizado poryue uh electrodo aleado tiene una profundi-
dad de penztracidn tan grande con respecto a la distancia
entre lus dos superficies opuestas y &l otro clectrodo
tiene una profuncivad de penetracidn tan pequeiia gue la
»rofuniidiad de senetracidn del otro electrodn es o lo Bu-
mo igual a la distancia entre los electrodes.

29,- Un dispositivo segin se reivindica en cl
punto 1, caractorizado porgue la profundidad de penctra-
cidn es menor gue un tercio de dicha distancia.

3%2,- Un dispositivo transistor.

Tal y como se ha deserito en la Liemoria que one
tecede, representado en el dlbyjo gue 5€ acoupuiis y con
los Iines que se han egpecificad O.

Esta lismoria consta de ocho hojas escritas a

w€g ulne. por una sola card.

pearia, Y6 JUL. 1958
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